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前　　言

　　本标准修改采用ＳＥＭＩＭＦ６５７０７０５《硅片翘曲度和总厚度变化非接触式测试方法》。

本标准与ＳＥＭＩＭＦ６５７０７０５相比，主要有如下变化：

———本标准没有采用ＳＥＭＩ标准中总厚度变化测试部分内容；

———本标准测试硅片厚度范围比ＳＥＭＩ标准中要窄；

———本标准编制格式按ＧＢ／Ｔ１．１规定。

本标准代替ＧＢ／Ｔ６６２０—１９９５《硅片翘曲度非接触式测试方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６６２０—１９９５相比，主要有如下变动：

———修改了测试硅片厚度范围；

———增加了引用文件、术语、意义和用途、干扰因素和测量环境条件等章节；

———修改了仪器校准部分内容；

———增加了仲裁测量；

———删除了总厚度变化的计算；

———增加了对仲裁翘曲度平均值和标准偏差的计算。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准起草单位：洛阳单晶硅有限责任公司，万向硅峰电子股份有限公司。

本标准主要起草人：张静雯、蒋建国、田素霞、刘玉芹、楼春兰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ６６２０—１９８６、ＧＢ／Ｔ６６２０—１９９５。
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硅片翘曲度非接触式测试方法

１　范围

本标准规定了硅单晶切割片、研磨片、抛光片（以下简称硅片）翘曲度的非接触式测试方法。

本标准适用于测量直径大于５０ｍｍ，厚度大于１８０μｍ的圆形硅片。本标准也适用于测量其他半

导体圆片的翘曲度。本测试方法的目的是用于来料验收或过程控制。本测试方法也适用于监视器件加

工过程中硅片翘曲度的热化学效应。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修订单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６６１８　硅片厚度和总厚度变化测试方法

ＧＢ／Ｔ１４２６４　半导体材料术语

３　术语和定义

由ＧＢ／Ｔ１４２６４确立的及以下半导体材料术语和定义适用于本标准。

３．１

中位面　犿犲犱犻犪狀狊狌狉犳犪犮犲

与晶片的正表面和背表面等距离点的轨迹。

３．２

翘曲度　狑犪狉狆

在质量合格区内，一个自由的，无夹持的硅片中位面相对参照平面的最大和最小距离之差。

４　方法提要

硅片置于基准环的３个支点上，３个支点形成一基准平面。测试仪的一对探头在硅片上、下表面沿

规定的路径同步扫描。在扫描过程中，成对地给出上、下探头与硅片最近表面之间的距离，求出每对距

离的差值。成对距离差值的最大与最小值之差的一半就是硅片翘曲度的测试值。扫描路径如图１所

示。硅片典型翘曲形态的示意图如图２所示。
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